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Совершенно иная картина наблюдается при использовании быстрой термообработки, обеспечивающей 
получение необходимых температур (450 –510 °С) за 7 с при эффективном времени термообработки не 
более 2 с. Такой нагрев позволяет уменьшить время диффузионных процессов, ответственных за обра-
зование поликристаллических конгломератов в пленке алюминия, в 600 раз. Поскольку все описанные 
выше процессы носят чисто диффузионный характер, то следовало ожидать отсутствия образования 
конгломератов поликремния в алюминии при таком нагреве. Приведенные в работе [11] данные пока-
зывают, что при импульсном фотонном нагреве происходит незначительное растворение поликремния 
в алюминии без образования в нем конгломератов поликремния. Это подтверждают полученные методом 
РЭМ изображения поверхности поликремния в структуре Al/poly-Si/SiO2/Si (рис. 3).

Сопоставление микроструктуры поверхности поликремния до термообработки (см. рис. 1) с анало-
гичной микроструктурой после быстрой термообработки (см. рис. 3) показывает их полную идентич-
ность, что подтверждает вывод о незначительных диффузионных процессах при ее проведении.

Заключение
Установлено, что формирование омического контакта между алюминием и поликремнием происходит 

за счет взаимной диффузии алюминия в поликремний и кремния в алюминий. При длительной термо-
обработке данный процесс подчиняется эффекту Киркендалла, приводящему к смещению межфазной 
границы алюминий – поликремний к поверхности пленки двуокиси кремния вплоть до полного рас-
творения поликремния в алюминии. Формирование конгломератов поликремния на поверхности SiO2 
протекает в местах расположения тройных точек в структуре пленки алюминия за счет выделения из 
нее кремния при остывании. Это приводит к образованию зародышей для формирования поликристал-
лических конгломератов кремния в результате его сегрегации в данных местах. Применение быстрой 
термообработки не вызывает образования таких конгломератов, а диффузионные процессы мало изменяют 
границу раздела алюминий – поликремний и не приводят к значительному растворению поликремния 
в алюминии из-за короткого времени температурного воздействия.
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Рис. 3. РЭМ-изображение поверхности поликремния в структуре Al/poly-Si/SiO2/Si  
с удаленной пленкой алюминия после быстрой термообработки (450 °С, 7 с): 

a – поверхность поликремния без наклона; б – поверхность поликремния с наклоном под углом 70°
Fig. 3. SEM image of a polysilicon surface in the Al/poly-Si/SiO2/Si structure  

with the aluminium film removed after rapid heat treatment (450 °С, 7 s): 
a – polysilicon surface without tilt; b – polysilicon surface at an angle of 70°


